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内容概要

本书在简要论述半导体材料基本电学和光学性质的基础上，剖析了近年来半导体器件向小型化发展的
趋势，结合作者自身的工作，着重讨论器件的量子效应。
对传统二极管、三极管等器件在纳米尺度上的特性以及新型量子器件都作了详尽的阐述。
在全书的最后一章，提供了关于量子器件的基本计算方法和程序。
    本书可作为应用物理、电子学、材料专业领域内高年级本科生、研究生的教材，以及相关领域科研
人员的参考读物。
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作者简介

博英，1964年生，1984年毕业于厦门大学物理系，获理学学士学位。
1990年获瑞典林雪平大学物理与测量技术系工学博士学位。
现任瑞典哥德堡查尔摩斯工学院物理与技术物理系副教授、瑞典斯德哥尔摩皇家工学院生物工程系副
教授。
主要从事各种新颖纳米量级的电子器件、分子器件以及
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